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Pequena senal
Curso 2015

Para obtener un modelo lineal 6 circuito
equivalente lineal del transistor con sefal,
vamos a suponer que las variaciones
alrededor del punto de polarizacidon son
muy pequenas y entonces es valido el
analisis.

Estamos interesados en un modelo de seial,
(alterna) variaciones alrededor de los
valores de continua.
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» Resumiendo: el modelo que vamos a ver
es de pequefa sefial, quiere decir que las
variaciones de alterna (sefial a amplificar)
alrededor del punto de polarizacidon son
pequefas y podemos pensar que el
transistor tiene un comportamiento lineal.
» Es un modelo para frecuencias medias,
frecuencias en donde las capacidades
parasitas del transistor pueden considerarse
como circuitos abiertos y las capacidades
externas son corto-circuitos.
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Transistores bipolares.
Recordemos el cuadripolo

*Un terminal es

*De los tres terminales que tiene un transistor, dos
actuan como terminales de entrada (control).

*Dos de los tres terminales actuan como terminales

de salida. i
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Los parametros h,, h;, h,, y h,, se llaman
parametros h 6 hibridos.
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Nos quedamos con el primer término del desarrollo de Taylor
(modelo incremental lineal) y pensando en la conexién en EC
del transistor:

Vb = hie lb + hre Vce

I zhfe i, +h,v,

Cc

De estas ecuaciones lineales, podemos deducir el circuito
incremental equivalente:
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Modelo de pardmetros hibridos (h) de
pequena senal

hre vce <> hoe
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v'Una vez polarizado el transistor en un punto de su
caracteristica, el siguiente paso es superponer una
senal variable, aplicdndola en un punto del circuito, y
extraer la respuesta en algun otro punto, sin que el
acoplamiento de la fuente se sefial modifique el punto
de operacidn del transistor por la presencia de la
fuente de sefal.

v'También, en el acoplamiento de la sefial de salida de
una etapa, a la entrada de otra etapa, no se puede
alterar el punto de polarizacién de otro transistor (6
resistencia), conectado a la salida.

v'El acoplamiento de las sefiales, y el de etapas, puede
realizarse de dos formas: circuitos de acoplamiento
directo, y circuitos de acoplamiento a través de
capacidades.

C, es un condensador de acoplamiento de la sefial de entrada a la
base del transistor

C. es un condensador de desacoplamiento de la componente
alterna, para conseguir mas ganancia

C, es un condensador de acoplamiento de la sefial variable de
salida a la carga
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»Al ser las capacidades circuitos abiertos para la
componente continua, los puntos de polarizaciéon no
se ven afectados.

»Normalmente las capacidades se disefian para que a
las frecuencias de trabajo se puedan considerar
cortocircuitos.

»El procedimiento de analisis y disefio de las mismas
se hace aplicando andlisis frecuencial en médulo y
argumento.

»El mayor inconveniente del empleo de capacidades
es que la frecuencia inferior de corte viene limitada por
éstas, no pudiéndose emplear si se desea procesar
sefales de muy baja frecuencia o que varien muy
lentamente

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE CIRCUITOS
CON TRANSISTORES EN PEQUENA SENAL

ANALISIS DEL CIRCUITO DE POLARIZACION:

19) Anular “las fuentes de sefal”; dejar las fuentes de
polarizacion de continua, ya sea de tensiéon o de
corriente.

29)Sustituir los condensadores por circuitos abiertos, y
las autoinducciones por cortocircuitos (salvo su
resistencia interna).

39) Utilizar el modelo del transistor (beta)

49) Hallar el punto de trabajo, utilizando las ecuaciones
de polarizacion.
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> Para resolver el circuito anterior en
alterna (senal), como suponemos que la
frecuencia del generador V, corresponde a
la zona de f medias del transistor, podemos
considerar que las capacidades externas C,,
C, vy Cg, son corto circuitos.

» Para polarizacién, no estd V, y =0
(continua), entonces las capacidades
pueden ser consideradas como circuitos
abiertos.

v'Vamos a resolver el circuito sin la
resistencia de carga vy las resistencias
de polarizaciéon de base.

v Luego las tendremos en cuenta,
igual que Rs .
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